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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成28年1月21日(2016.1.21)

【公表番号】特表2015-504609(P2015-504609A)
【公表日】平成27年2月12日(2015.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2015-009
【出願番号】特願2014-543598(P2014-543598)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/683    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０２Ｎ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/68     　　　Ｒ
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０１Ｇ
   Ｈ０２Ｎ   13/00     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月20日(2015.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　図６Ｃの先端が広がっておりかつ平らなリフトピン６１０Ｂは、平らな先端の直径より
も小さい軸径を有する。例えば、軸径は、０．０６０インチ（１．５ｍｍ）であってよく
、平らな先端は、０．０７２インチ（１．７ｍｍ）の直径を有することができる。リフト
ピン穴６１２Ａは、０．０８２インチ（１．９ｍｍ）の直径を有する。したがって、先端
が広がっておりかつ平らなリフトピン６１０Ｂの各側面と、対応するリフトピン穴６１２
Ａの側面との間の隙間は、約０．００５インチ（０．１２ｍｍ）である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　入出力インターフェース９２０は、コンピュータ９００によって使用される入力機器、
出力機器、および記憶装置にアクセスするために使用される。説明されている実施形態で
は、これらの機器および装置は、ディスプレイ画面９１８、フロッピィディスク媒体／光
媒体／フラッシュ媒体／取り外し可能媒体のドライブ９３４、およびネットワークインタ
ーフェース９３０を含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　以上の発明は、理解を明瞭にする目的で幾らか詳細に説明されてきたが、添付の特許請
求の範囲内で特定の変更および修正が可能であることが明らかである。したがって、これ
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らの実施形態は、例示的で尚且つ非限定的であると見なされ、本発明は、本明細書で与え
られた詳細に限定されることはなく、添付の特許請求の範囲およびそれらの均等物の範囲
内で変更されてよい。
　本発明は、たとえば、以下のような態様で実現することもできる。

適用例１：
　プラズマチャンバにおいてアークＲＦ信号を分離させるためのシステムであって、
　プラズマチャンバであって、
　　トップ電極と、
　　半導体ウエハを支えるための静電チャックと、
　　前記静電チャックの表面内の複数のクランプ電極の少なくとも１つと前記静電チャッ
クのベース板との間に結合されたコンデンサであって、約１９ナノファラッドを上回る静
電容量を有し、前記静電チャックの内部空間内に配される、コンデンサと、
　を含むプラズマチャンバを備えるシステム。

適用例２：
　適用例１のシステムであって、更に、
　前記静電チャックの前記表面内の対応する複数のリフトピン穴内に支えられた複数のリ
フトピンを備えるシステム。

適用例３：
　適用例２のシステムであって、
　前記複数のリフトピンの各ピンは、前記静電チャックの前記表面内の複数のリフトピン
穴のうちの対応する１つのピン内の対応する側面との間に、約０．０１１インチ（０．２
５ｍｍ）未満の隙間を有する、システム。

適用例４：
　適用例２のシステムであって、
　前記複数のリフトピンの各ピンは、前記静電チャックの前記表面内の複数のリフトピン
穴のうちの対応する１つのピン内の対応する側面との間に、約０．００５インチ（０．１
２ｍｍ）未満の隙間を有する、システム。

適用例５：
　適用例２のシステムであって、
　前記複数のリフトピンのうちの少なくとも１つのピンは、先端が丸いリフトピンである
、システム。

適用例６：
　適用例２のシステムであって、
　前記複数のリフトピンのうちの少なくとも１つのピンは、先端が平らなリフトピンであ
る、システム。

適用例７：
　適用例２のシステムであって、
　前記複数のリフトピンのうちの少なくとも１つのピンは、先端が広がっておりかつ平ら
なリフトピンである、システム。

適用例８：
　適用例１のシステムであって、
　コンデンサは、約１９ナノファラッドから約４３ナノファラッドまでの間の静電容量を



(3) JP 2015-504609 A5 2016.1.21

有する、システム。

適用例９：
　プラズマチャンバにおいてアークＲＦ信号を分離する方法であって、
　プラズマチャンバにおいてトップ電極と静電チャックの上面との間の領域内にプラズマ
を発生させることであって、前記トップ電極および前記静電チャックの一方または両方に
１つ以上のＲＦ信号を印加することを含み、前記静電チャックの前記上面で半導体ウエハ
が支えられる、ことと、
　前記１つ以上のＲＦ信号の一部を、前記静電チャックの前記上面内の複数のクランプ電
極と前記静電チャックのベース板との間に結合されたコンデンサを通じて、結合すること
であって、前記コンデンサは、少なくとも１９ナノファラッドの静電容量を有し、前記コ
ンデンサは、前記静電チャックの内部空間内に配される、ことと、
　を備える方法。

適用例１０：
　適用例９の方法であって、
　前記コンデンサは、約１９ナノファラッドから約４３ナノファラッドまでの間の静電容
量を有する、方法。

適用例１１：
　適用例９の方法であって、更に、
　前記静電チャックの前記表面内の対応する複数のリフトピン穴内に支えられた複数のリ
フトピン備える方法。

適用例１２：
　適用例１１の方法であって、
　前記複数のリフトピンの各ピンは、前記静電チャックの前記表面内の複数のリフトピン
穴のうちの対応する１つのピン内の対応する側面との間に、約０．０１１インチ（０．２
５ｍｍ）未満の隙間を有する、方法。

適用例１３：
　適用例１１の方法であって、
　前記複数のリフトピンの各ピンは、前記静電チャックの前記表面内の複数のリフトピン
穴のうちの対応する１つのピン内の対応する側面との間に、約０．００５インチ（０．１
２ｍｍ）未満の隙間を有する、方法。

適用例１４：
　適用例１１の方法であって、
　前記複数のリフトピンのうちの少なくとも１つのピンは、先端が丸いリフトピンである
、方法。

適用例１５：
　適用例１１の方法であって、
　前記複数のリフトピンのうちの少なくとも１つのピンは、先端が平らなリフトピンであ
る、方法。

適用例１６：
　適用例１１の方法であって、
　前記複数のリフトピンのうちの少なくとも１つのピンは、先端が広がっておりかつ平ら
なリフトピンである、方法。
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適用例１７：
　プラズマチャンバにおいてアークＲＦ信号を分離させるためのシステムであって、
　プラズマチャンバであって、
　　トップ電極と、
　　半導体ウエハを支えるための静電チャックと、
　　前記静電チャックの表面内の複数のクランプ電極の少なくとも１つと前記静電チャッ
クのベース板との間に結合されたコンデンサであって、約１９ナノファラッドから約４３
ナノファラッドまでの間の静電容量を有し、前記静電チャックの内部空間内に配される、
コンデンサと、
　　前記静電チャックの前記表面内の対応する複数のリフトピン穴内に支えられた複数の
リフトピンと、
　を含むプラズマチャンバを備えるシステム。

適用例１８：
　適用例１７のシステムであって、
　前記複数のリフトピンの各ピンは、前記静電チャックの前記表面内の複数のリフトピン
穴のうちの対応する１つのピン内の対応する側面との間に、約０．００５インチ（０．１
２ｍｍ）未満の隙間を有する、システム。
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